高精型化学气相沉积参数：

	序号
	配置
	技术参数

	1. 
	高精型化学气相沉积
	氧化铝薄膜沉积最小成膜厚度不大于2nm，50nm厚氧化铝沉积工艺时间不超过50分钟。

	2. 
	
	能够在不小于6英寸硅片基底实现氧化铝薄膜的均匀沉积， 薄膜不均匀性≤2.0 %，镀膜厚度重复性偏差≤3.0 %。

	3. 
	
	能够在不小于6英寸硅片基底实现氧化铪薄膜的均匀沉积，薄膜不均匀性≤2.0 %，镀膜厚度重复性偏差≤3.0 %。

	4. 
	
	基片加热温度范围不低于从室温至400℃，控温精度≤±1℃。

	5. 
	
	反应腔要求为防腐蚀材质制作，防腐蚀材质不弱于316L不锈钢。反应腔可容纳样品最大样品尺寸：圆形基底直径不小于200mm，方形基底边长不小于182mm。

	6. 
	
	前驱体输运装置：具备汇集不少于8路完全独立的前驱体管路的能力，当前配备不少6条独立前驱体管路，包含3条可加热管路，管道可加热温度范围不小于室温至200 °C，控制精度≤±1℃；高速脉冲隔膜阀响应时间≤10 ms。

	7.   
	
	提供粉体材料镀膜内腔一套，能够实现粉体材料的镀膜且能避免腔室交叉污染。

	8
	
	提供干式真空泵1台，抽速不小于30m3/h，极限真空≤1Pa；提供高比表面积金属热吸附阱与分子筛冷吸附阱双重保护真空获得系统。

	9
	
	腔室配备高精度压力传感器，压力检测范围不小于1000至5*10-4 Torr。

	10
	
	利用1路N2气作为载气，载气管线含有高精度气体质量流量控制器（MFC），流量控制范围不小于10~500 sccm。

	11 
	
	提供水冷电子级臭氧发生器1套。臭氧浓度可调范围不小于0-300mg/L；臭氧气体输出量可调范围不小于1-2L/min。含臭氧尾气处理，臭氧毁灭器效率不小于 30g/h。	

	12
	
	兼容多种沉积模式可以实现深宽比不小于200：1纳米沟槽保型镀膜。沟槽顶部薄膜厚度与沟槽底部薄膜厚度相对差不超过10%。

	13 
	
	提供成熟的制程工艺包，包含不少于Al2O3、TiO2、HfO2、ZnO、Ga2O3、SnO2、ZrO2等薄膜的成熟工艺包。

	14
	
	提供操作控制系统及控制电脑。要求控制程序具有人性化界面，用户可以自编程工艺配方、可以实现参数设置、系统动态监控、数据记录、存储与显示。要求该控制软件可以获得免费升级服务。其中笔记本电脑配置要求存储空间512G以上，内存8G及以上，CPU配置赛扬4500及以上。

	15
	
	提供三甲基铝、四二甲胺基铪、四二甲胺基锡、三甲基镓，四二甲胺基锆、四二甲胺基钛高纯反应源且反应源金属纯度不低于99.999%，每个源不少于25克。
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